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片式导电聚合物固体电解质钽电容器



产品规格壳号对照表（壳号代码）
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（续）产品规格壳号对照表（壳号代码） （续）产品规格壳号对照表（壳号代码）
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（续）产品规格壳号对照表（壳号代码） 产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

湖南湘怡电子科技有限公司 ⾼标准�/�零缺陷�/�造精品�/�铸辉煌��� 产品⼿册/2025版

1817



（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

湖南湘怡电子科技有限公司 ⾼标准�/�零缺陷�/�造精品�/�铸辉煌��� 产品⼿册/2025版

2221



（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

湖南湘怡电子科技有限公司 ⾼标准�/�零缺陷�/�造精品�/�铸辉煌��� 产品⼿册/2025版

2423



（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

湖南湘怡电子科技有限公司 ⾼标准�/�零缺陷�/�造精品�/�铸辉煌��� 产品⼿册/2025版

（续）产品编码及其参数规格
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

湖南湘怡电子科技有限公司 ⾼标准�/�零缺陷�/�造精品�/�铸辉煌��� 产品⼿册/2025版

4039



（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。

（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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（续）产品编码及其参数规格

1、“#”为替换字符，用于表示容量允差，“M”表示±20%、“K”表示±10%；

2、请不要用万用表对电容进行不分极性的测量；

3、容量C和损耗 DF 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0)V、交流电平为 1.0(0，0.5)V、频率为 120Hz、串联测试档位；

4、等效串联电阻 ESR 的测量条件：直流偏压为 2.2(-1，0) V、交流电平为1.0(0，0.5)V、频率为 100KHz、串联测试档位；

5、稳态直流泄漏电流 DCL 的测量条件：额定电压、回路电阻 1KΩ、对电容持续充电5分钟后读数；

6、所有测试条件所处环境温度应在 20~30℃区间；

7、环境温度高于+85℃时，需要对电容负载的电压进行降额；

8、特殊尺寸或参数要求请联系我司工程人员确认。
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